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Исследование новой гетероструктуры ZnуCd1-уS/ZnzCd1-

zSe/ZnSхSe1-х//GaAs (х~0.1, у~0.5, z~0.65) с малым градиентом

концентрации по Zn и Cd в квантовой яме, выращенная

методом газофазной эпитаксии из элементоорганических

соединений (ГФЭЭОС).

Цель работы

1) Выращивание гетероструктуры.

2) Теоретическое исследование гетероструктуры.

3) Исследование люминесцентных свойств выращенной гетероструктуры.

План работы

Актуальность работы

Повышенный интерес к полупроводниковым дисковым лазерам (ПДЛ) вызван

их интенсивным развитием в последние 10-15 лет многими лабораториями

развитых стран мира, что связано с рядом их преимуществ (малая расходимость

при высокой мощности излучения, широкий спектральный диапазон, отсутствие

релаксационных колебаний и т.д.) перед другими типами лазеров.
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Установка ГФЭЭОС



Гетероструктура ZnуCd1-уS/ZnzCd1-zSe/ZnSхSe1-х//GaAs 

(х~0.1, у~0.5, z~0.65)

Дизайн гетероструктуры
Зонная диаграмма

гетероструктуры



Расчет коэффициента усиления и спектра излучения 

гетероструктуры
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I = ∫ψe(z)·ψh(z)dz (3)

Ue(z) = U0e(z) + V(z), Uh(z) = U0h(z) + V(z) (9)



Результаты расчетов (Т=300 К)

e-h: 1 – 1∙1012 см-2, 2 – 2∙1012 см-2, 3 –2.5∙1012 см-2, 4 – 3∙1012 см-2,

5 – 3.5∙1012 см-2, 6 – 4∙1012 см-2, 7 – 5∙1012 см-2, 8 – 6∙1012 см-2, 9 –

7∙1012 см-2,10 – 8.5∙1012 см-2

Спектры усиления 
Спектры излучения 



Спектр излучения выращенной гетероструктуры с 

1 квантовой ямой



Выводы

- Методом ГФЭЭОС выращена новая гетероструктура

ZnуCd1-уS/ZnzCd1-zSe/ZnSхSe1-х//GaAs (х~0.1, у~0.5,

z~0.65);

- Проведены теоретические исследования данной

гетероструктуры;

- Выращенные структуры показали высокую

интенсивность люминесценции при комнатной

температуре в зеленой области спектра.


